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Les activités projets 
• ATLAS upgrade :  

– Contraintes :  
• Forte augmentation de la luminosité  impact sur le taux 

d’évènements et sur le pile-up et donc sur la granularité des 
détecteurs. 

• Forte fluence d’où le choix de technologies résistantes aux 
radiations. 

– IBL (Insertable B-Layer) et SLHC (super LHC) 
• Simulations TCAD de pixels (n-in-p),  caractérisation , mesures 
• Tests d’irradiation,  
• Tests en faisceau 
• Les détecteurs pixels : PPS edgelessactive edge (FBK) 
• Prototypage des supports de détecteurs (réduction matière,cooling) 

 
 

21 novembre 2012 L.Lavergne, Réunion Réseau Semiconducteurs 2 



Les projets 
• En collaboration avec RD50/CERN : étude des dommages 

d’irradiation sur des détecteurs Si  
– Simulation Silvaco (ex : diodes n-in-p, 3*3mm, 300 µm, 1015 à 1016 

neq/cm²) 
– Mesures et caractérisation avant et après irradiation 
 

• Electronique : 
– AIDA (programme européen) : WP3  (ASIC 65nm) et WP8 
– Omegapix (ASIC pour pixel) : lecture de pixel en collaboration avec le LAL 

(partie numérique, 65nm) 
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Les activités projets 

• CALICE-ILD : calorimètre électromagnétique Si-W pour un futur 
collisionneur linéaire. 
– Détecteurs silicium simple face (ex : 9 x 9 cm, pads de 4x4 mm à 5x5 mm, 

épaisseur 300 à 500 µm) 
– Mise au point de l’automatisation du collage 
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Les compétences 
• Simulation TCAD : SILVACO (design, I-V, C-V, CCE…) 
• Étude des profils de dopage (SIMS, RBS) 
• Caractérisation sous pointes : I-V, C-V 
• Maîtrise de  

– différentes technologies (n-i-n, n-in-p)  
– différentes géométries (strips, pixels, anneaux de garde, ….) 

• Relations industrielles (FBK, CiS, …)  
• Tests d’irradiations (RD50, CERN) 
• Banc de test (sources radioactives, laser (1060 nm)) 
• Électronique de lecture de pixel (technologie 65 nm) 
• Mécanique (matériau de support, cooling) 
• Techniques de collage 
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Les infrastructures 

• Salles propres dédiées aux développements Si 
– ISO7 : machine à pointes équipée pour les tests de caractérisation 
 I-V, C-V, cold chuck  
– ISO8 : collage de wafers, intégration mécanique 
 

• Salles de test dédiées aux projets 
– ATLAS : banc de test (sources radioactives, laser, instrumentation) 
– CALICE-ILD : banc de collage semi-automatisé, positionnement  
 en cours d’installation. 
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Les autres développements 

• Lecture et caractérisation de CCD pour la caméra du futur 
télescope LSST 
– ASIC et cartes de tests 
– Banc de tests en salle propre (ISO7 et ISO6) : optique, installation sous 

vide et cryogénique 
– Salle de test dédiée 
– Acquisition et traitement des images. 
 
........ présenté dans le réseau photodétecteur! 
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